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Padatesisini didesain dioda IMPATT menggunakan bahan silikon p+nn+ yang dapat dioperasikan pada
frekuensi 25 GHz dengan dibuat model semi empirisnya, dianalisis, dan dissmulasikan melalui program
simulasi yang dijalankan pada perangkat lunak SPISCES2B, SSUPREM dan MATLAB, serta dibantu
perangkat lunak WINMCAD dalam pembuatan model semi empirisnya.

Hasil simulasi dan analisis menunjukkan bahwa dengan memperpanjang daerah n pada struktur p+nn+ akan
berakibat menurunnyafrekuensi operasi secara eksponensial. Di samping hal tersebut, nilai maksimum arus
injeks menjadi tidak stabil (berosilasi) biladiodaMPATT dioperasikan di luar frekuens operasinya,
sehinggaresistans dinamik negatifnya menjadi tidak stabil.

Pabrikas dilakukan di Laboratorium TELKOMA LIPI Bandung dengan terlebih dahulu dibuat desain proses
pabrikasinya yang menggunakan teknologi difusi planar. Kedalaman daerah p+ (hasil proses difusi) serta
karakteristik 1=V dioda IMPATT tersebut diukur untuk melihat tegangan breakdown yang dihasilkan divais
tersebut, sehingga dapat ditentukan frekuensi operasinya.

Hasil pengukuran dan analisis menunjukkan bahwadioda IMPATT p+nn+ yang dipabrikasi tersebut
mempunyai tegangan breakdown 30 Volt, dengan lebar daerah avalanche 0,6 um, dan lebar daerah deplesi 2,6
pum, sehingga divais tersebut mempunyal frekuensi operasi 25 GHz.
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